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Berechnen Sie fir die gegebené
Ladungsverteilung den Betrag des
el ektrischen Mnents beziglich des
Punktes P.

e=Elewten fa/‘(a.duwj

Ei ne d|elektrisch§§§i‘tte i st auf der Unterseite vollstéandig,

auf der Qber53§ng% ilwei se metallisch belegt. Berechnen Sie die
Kapa zitat gégbfbhne Ber icksi chti gung von Streuungen
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Die skizzierte Schaltung mt einemideal en Qperationsverstarker
sol | durch eine aquival ente Spannungsquelle ersetzt werden
Bestinmmen Sie allgenmein die Parameter Ri und Ug-
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C1 Ug : Am Eingang der Schaltung
514 A —0 liegt die angegebene
jJ, - rechteckférmige N
™ Wechselspannung Up. Geben
t UE PV ;:‘ UA Sie den zugehdérigen
~{5Y 4 Zeitverlauf der
~{fms —o- ¢ —> Ausgangsspannung UA an.
(Schwellenspannung der Diode = 0. Begchten Sie: ST >»7/2)
— = + Uy — d(
&) As. - Wind Us de *°
p é_t'é,o" Up =&
U, = HE -~ ‘(c =25V
Uy =~ e *“!”
L) U = - SV o sov
/ ﬂr,-wf Mpcdcﬁ—b{‘:*az "
Uy =y —th —‘

An der W derstands-Di oden-Konbination |iegt eine ségezahnf6rm ge
Vechsel spannung. Vernachl &ssigen Sie die Schwel | enspannung der

Di oden und geben Sie

(1) den Zeitverlauf des Stromes 1 durch den 4,7k{L-widerstand,
(ii) die erforderliche Spitzensperrspannung der Dioden an.
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@ _ _Bine Streifenfodrmge Stx:uktur

L R (Breite B=20mm, Liénge L=1 25mm) -
besteht aus Vier Schichten eines
bei dseitig netallisierten
Dulcktnkuu (Schi cht di cke .
jeweils | =0,24mm, £,.=2,4). Die °
Metallbelige Slnd mt “zwei
Anschl ilssen W e angegeben
kontaktiert. We grog ist die

A .8 Kapazitit der Struktur?
C:ej C=€""=i.£’2,t - 40
3 "- o'z""o.:m '6:‘. 85‘. ~4° ) F

R=12.S. 40

S :
Eze, bes £.. Q,ﬁ D = = 2 g : Wﬁ ZQSQPF\/

In einer haidsei".i.g : : '
metallisierten, p- dotierten
Halbleiterschicht Stellt sich
nach Anl egen einer _Spannung U»0
vor der positiven Elektrode eine
negative Rauni adungszone mt der
kons:itanten dun sdichte

Q1% =4.10" rRe2der von
dez' Sp annunlg abhangl gen Dicke

ein. Di e Rauni adungszone kann
als |solator ? der Rest
der Schi cht als e lék’trlsch
leitfdhig angenommen wer den.
Bereci/hnen sie den Wert von ] fir
U=2§
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Eine insgesant ungel adene
Dreileiteranordnung wird durch
di e Teilwiderstinde und die
Teilka azit&ten

R, ,=4M 3=1 2un,
12
repr&sentier%

Zwi schen den Leitern 1 und 2

Ti egt di e GleichspannungUs=Q,9kV.
Wie grop sind die- V
tiberschugladungen auf jedenzder j
drei Leiter’
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T Eine streifenfdormge Struktur (Breite
B=25mm, Ldnge L=150mm) besteht aus
= 1 vier Schichten eines bejdseitig
<< + 7 metallisierten Dielektrikuns
8 (Schi chtdi cke jeweils ] =0,32mm,
R f £.=2,6). Die Metallbelage sind mt

, , , zwei  Anschl Gssen w e angegeben
kontaktiert. We groll ist die Kapazitat der Struktur?
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.C/ = £, E,- g’e = 270
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C/,: ¢’ + 5 < :5;9ff'-
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/ Ein Kup%erprofillleiter.(OJ:
{. ¥ =56.10°S/m) besitzt die angegebenen

Lo 0 Quer schni tt sabmessungen ( MalBangaben
7 /10 é/ “ 50 in m). Berechnen Sie den zugehdrigen
A\ % 1 % “_z0 | &ngenbezogenen el ektrischen
/ é W der st and. )
/] . -
1) V////é {/-——{- =27 1o 7 iiat
5 ;5 gA
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Der Schalter S ist Uber lange Zeit gedffnet und wird zur Zeit t=0
eschl ossen. Berechnen Sie den Wert der Spannung U.

3!) unmttelbar yor dem SchlieBen von S, ° T~

i1) lange nach dem SchiieRen von S

CU vlcﬁf_ «. - g t5t . corV
= "¢ 12¢3 344132
wU - o =22 = 82V
< 25 10

(i) b= p2g (527200 F 24574
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Dielektrizitiatskonstante










































